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Fig. 2. Temporal changes of Vspan at 

400 ˚C under various pressures in air 

atmosphere. 

Fig. 1 Photograph of the 

prototyped pressure sensor.

 

Fig. 1. Photograph of the prototyped 

pressure sensor. 
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1. はじめに 

 近年、自動車のエンジン燃焼圧やプラントにおけるプロセスパラメーターのリアルタイム監視

を目的として、小型、安全かつ安価な直圧式高温圧力センサの実現が期待されている。我々は、

センサ出力電圧の温度依存性が小さい直圧式高温圧力センサの開発を目指して、金属ダイヤフラ

ム上のひずみ抵抗薄膜を利用した高温圧力センサの研究を行っている。今回、2 層型ひずみ抵抗

薄膜(TiCxOy/SiCxOy)を用いた圧力センサを作製し、大気中、室温から 400 ℃の温度範囲で評価し

た結果、出力電圧の温度依存性が小さく 400 ℃においても安定な特性が得られたので報告する。 

 

2. 実験方法 

 イオンビームスパッタ装置を用い、2 層型ひずみ抵抗薄膜 

(TiCxOy/SiCxOy)を SiO2 絶縁膜付き金属ダイヤフラム上に作

製した。フォトリソグラフィによるパターニング後、CF4 と

CH2F2の混合ガスを用いたドライエッチングを行った 1）。Fig. 

1に試作した圧力センサの写真を示す。 

作製した圧力センサに対して、大気中、室温から 400 ℃の

温度範囲で、0 MPaから 1 MPaの印加圧力を変化させながら、

出力電圧(Vspan)の測定を行った。なお、センサへの印加電圧

は 5 V一定とした。 

 

3. 結果 

試作した圧力センサは、本実験における測定温度範囲にお

いて、いずれの印加圧力においても出力電圧の温度依存性が

小さいことを確認した。さらに、Fig. 2に示すように、400 ℃

における出力電圧の経時変化も、印加圧力に依らず安定して

いることを確認した。以上の結果から、本実験で使用した 2

層型ひずみ抵抗薄膜(TiCxOy/SiCxOy)が、高温圧力センサの材

料として有望であることがわかった。 
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